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KONSTRUKCJE ORAZ WELASCIWOSCI ELEKTRYCZNE
GERMANOWYCH DIOD WARSTWOWYCH

W artykule oméwiono warto$ci parametréw charakterystyki statycz-
nej diody warstwowej, wartosci strat mocy powstatych w wyniku jej
wysterowania, sprawnos¢ oraz zagadnienie chlodzenia (opracowane
na podstawie danych z literatury). Oprécz tego opisano konstrukeje
diod oraz podano parametry elektryczne prototypéw diod mocy opra-
cowanych przez autora w Zakladzie Elektroniki IPPT PAN

1. WSTEP

Rozpatrujgc dzialanie elementu prostujgcego nalezy okresli¢ jego wilas-
ciwoscl i parametry. W idealnym przypadku opornoéé w kierunku przewo-
dzenia prostownika powinna byé réwna zeru, natomiast opornos¢ w kie-
runku wstecznym powinna by¢ nieskonczenie wielka. W praktyce jednak
zaden prostownik nie spelnia tych warunkéw, w zwigzku z czym na ele-
mencie prostujagcym powstajg straty mocy powodujace nagrzewanie sie go
oraz wywotujgce cieplng niestabilnosé charakterystyki statycznej. Po-
wstaje wiec zagadnienie odprowadzenia wytworzonego ciepla z diody,
a wiec zagadnienie chlodzenia jej. g

Diody germanowe odznaczajg sie duza gestoscia pradu, ktérej wartosé
przekracza 100 A/cm?® przy spadku napiecia réwnym 0,6 V, podczas gdy
w prostownikach selén“OWych wynosil ona 0,025 A/ecm?, a w miedziowych
0,1 A/em?® przy tym samym spadku napiecia. Przecietne wartosci napiec
wstecznych, osiggane w pojedynczych elementach sg nastepujgce: w sele-
nowych ok. 40 V, w miedziowych kilka woltéw, a w germanowych 200 V.

Z przytoczonych danych liczbowych wynika, ze w przypadku zastoso-
wania prostownikéw germanowych uzyskuje sie bardzo duzg sprawnosc
prostowania, a takze hardzo mate rozmiary urzadzen zasilajgcych.

Niniejsza praca jest aalszym ciggiem arytkutu pt. Technologia zlacz p-n,
zamieszczonego w Nr 10—11 z 1957 roku.

2. PARAMETRY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNEJ DIODY
WARSTWOWEJ

Na podstawie pomiaréw réznych diod warstwowych wykonanych
w Zaktadzie Elektroniki oraz za granica mozna przyjgc, ze charakterystyka
statyczna w kierunku przewodzenia ma przebieg taki, jak pokazano na
rys. 1. Charakterystyka statyczna w kierunku wstecznym jest w duzym
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104 ELEKTRONIKA Rok IV

zakresie prawie liniowa, a jej nachylenie w wysokim stopniu zalezy od

wielkosci powierzchni zigcza.
Czes¢ prostoliniowa charakterystyki w kierunku przewodzenia zaczyna
sie juz przy napieciu o wartosci ok. 0,45 V, a jej nachylenie w tym zakresie
odpowlada opornosci wewnetrz-

Al nej diody. W praktyce jednak
2 runku przewodzenia mozna

l uwazac za liniowy z tym zastrze-
1 / zeniem, ze prosta nie zaczyna sie
w punkcie 0,0, lecz jest przesu-

—-200 -150 -100 50 0 {l U nieta o okoto U* = 0,4 V (rys. 1).

Lf/ .F_k____A_-___AF_m___,.MO'Z G Opornos$¢é wlasciwa przewodze-

| nia r, wyznaczona nachyleniem
prostej (rys. 1) wynosi dla diod
warstwowych okoto 2-1073
Q2em?2. Gestosé pradu i,, oblicza-
na zwykle przy napieciu o wartosci 0,6 V, osigga wartos¢ 100 A/ecm?.

Wsteczna charakterystyka statyczna diody w zakresie pradu nasycenia
jest dos¢ ptaska i w obliczeniach technicznych mozna jg uwazaé za linio-
wa. Wartos¢ napiecia wstecznego U,, oblicza sie w punkcie, w ktorym wy-
stepuje juz znaczne zakrzywienie charakterystyki (rys. 1).

Wartos¢ pragdu wstecznego I, odpowiada wartoscei napiecia wstecznegd
U, inie przekracza jednej tysiecznej czesci wartosci prgdu wyprostowane-
go przewidzianego dla danej diody. Zalezy to od powierzchni czynnej ztgcza
p-n oraz od warunkow jej chtodzenia.

l’ przebieg charakterystyki w kie-

m 4

Rys. 1. Charakterystyka statyczna diody ger-
manowej z uwzglednieniem gestosci pradu

3. STRATY MOCY W DIODZIE WARSTWOWEJ ORAZ JEJ
SPRAWNOSC

Znajgc przebieg charakterystyki statycznej diody mozna stwierdzié,
Jakie w czasie jej wysterowania wystapig straty mocy, wywolane zaréwno
prgdem przewodzenia, jak i prgdem wstecznym. Ze wzgledu na duza
sprawnos¢ ukladu jest rzeczg konieczng, aby spelnione byly nastepujace
warunki:
dla kierunku przewodzenia

Rp << Robc (1)
dla kierunku wstecznego
Rw > Robc (2)

przy czym: R, = r,/s, gdzie r, [{2cm?], s [cm?]; R,, — opornos$¢ wsteczna
diody.
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Powyzsze zaleznosci wplywajg bezposrednio na wymiary powierzchni
skutecznej ztgcza p-n diody pracujacej z okreslonym obcigzeniem R,jc.

Biorac pod uwage warunek (1) otrzymuje sie, praktycznie biorac, sinu-
soidalny przebieg pragdu przewodzenia, I, = Iy sin wt, co usprawiledliwia
uproszczenie charakterystyki w kierunku przewodzenia. Pragd w obwo-
dzie jest okreslony glownie przez opornos¢ obcigzenia. Jesli dioda zosta-
nie spolaryzowana w kierunku wstecznym, to przy spelnieniu warunku
(2) caly spadek napiecia przypadnie na element prostujacy.

315t ralyrmoey X kierunkuw i przewodzenia

W chwili gdy na diode przypadnie polowa napiecia sinusoidalnego, pola-
ryzujaca ja w kierunku przewodzenia, wowczas spadek napiecia na diodzie
wedlug charakterystyki przyjetej w p. 2 bedzie nastepujacy:

Ut),=U*+1,71, (3)
Dla przebiegu sinusoidalnego jest
Ut)=U*+ r,1; sihatl (4)
gdzie i) — amplituda gestosci pragdu przewodzenia [A/cm?].

Straty mocy powstate wskutek spolaryzowania diody potowa okresu
w kierunku przewodzenia

Jias e St o .
P,— — f S - i,(t)-U,(t)dt ~ —2 f [U*+7,i,sinwt]sinot - dot ~
i Pl A
) R T U=
Vo e i, +—Dl~ I, + —L1I2 (5)
7T 4 7T .
gdzie: S — powierzchnia skuteczna zlacza p-n; Iy, — amplituda pragdu
przewodzenia.
w4 | /
Rys. 2. Przebieg strat mocy pow- 04 /
stalych na diodzie w czasie je] '
spolaryzowania w kKierunku prze-
wodzenia w zaleznosci od pradu | o/
wyprostowanego (zaleznos¢ teore- 021 T
tyczna) et
/ by

N 1 Z A
Straty wystepujace na jednostke powierzchni skutecznej zigcza p-n
w kierunku przewodzenia

1= == o + —it~ 13 . 1021,45 - 107413 (6)
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106 ELEKTRONIKA Rok IV

32.  Straty moey w kierunkuy wsteeznym

Jezeli do ukladu prostowniczego doprowadzi sie napiecie sinusoidalne
U, sin ot w kierunku wstecznym, to cale napiecie przypadnie na diodeg
zgodnie z wyrazeniem (2). Zaktadajgc, ze opornos¢ w kierunku wstecznym
jest stala, otrzyma sie prgd wsteczny réwniez o charakterze sinusoidalnym

I, =1,sinwt _ (7)

l

Straty mocy powstate na diodzie przy spolaryzowaniu jej w kierunku
wstecznym '
P :_—I“"OUOfSinza)t-da)t =~—;-Iw0U0 (8)

w
2%0

Jesli amplituda doprowadzonego napiecia zmiennego jest r6wna napie-
ciu wstecznemu diody, tzn. Uy = U,,, to
P, — L {3 (9)
w 4 w w
Moc strat na jednostke powierzchni jest zatem

P 1

w | A, /
0,04 ' -
0,03 ' Rys. 3. Przebieg strat mocy powsta-
‘ lych na diodzie w czasie jej spolary-
002 / zowania w Kkierunku wstecznym w
; / zalezno$ci od amplitudy doprowadzo-
0,01 e : nego napiecia (zaleznosc teoretyczna)
/ | Uy
0 50 100 150 v

Amplitude prgdu wstecznego mozna odczyta¢ na podstawie charaktery-

styki statycznej znajgc amplitude wysterowania. jezeli dioda jest w pelni

obcigzona, nalezy uwzgledni¢ aktualng wartos¢ pradu wstecznego, ktora
zwieksza sie w miare nagrzewania sie diody.

3.3. Moc catkowita
W czasie pelnego okresu zaréwno na diodzie, jak i na oporniku obcigze-
nia wydziela sie moc. Moc catkowita sklada sie wobec tego z mocy strat

wystepujacych na diodzie w czasie spolaryzowania jej w kierunku prze-

o0
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wodzenia i w kierunku wstecznym oraz z mocy uzytecznej wydzielone]
na oporniku obcigzenia. W praktyce nie bierze si¢ pod uwage mocy wy-
dzielonej na oporniku obcigzenia w czasie spolaryzowania diody zaporowo,
poniewaz — zgodnie z zalozeniem (2) — cate napiecie w tym przypadku
wystepuje na diodzie.

Moc catkowita za pelny okres

P,—P+P, (11)

przy czym

P=—1—f I,U,sin*wt - dntz—l—IOUO (12)
27 ¥, 4

jest to moc wydzielona w calym obwodzie podczas spolaryzowania diody
w kierunku przewodzenia.

W praktyce warto$¢é mocy P odpowiada warto$ci mocy wyprostowane.

3.4. Sprawnosc¢

Sprawnos¢ elementu prostujgcego

. P,—P,—P P P
Rt w 1 D w 13
g P p. P (19)
Moc catkowita wedlug zaleznosci (9), (8) 1 (9)
1 1 1 I
P,—=——I,U — I, U=—1I,U,|(1 i 14
4 0 0 + 4 0 0 4 0 0( IO ) ( )
Poniewaz
Iu.‘-O < 1
IO

przeto wyrazenie (12) mozna napisa¢ w postaci uproszczonej

1
PCANJP:ZIOUO (15)

Poszczegdlne skladniki wyrazenia (13) sg nastepujgce:

1 . 1 .
;SU*20+ZSsz% AT I

D 0
ik G STAEsglcl R TEy - irals (16)
P, %IOUO N W e T

o1
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1
L e - (17)
PC __1__ U0 IO IO
a wiec sprawnos¢
4 U* f
?7:1_____.______Rp Q0 w (18)
7T U, I

Z wykresu na rys. 4 wida¢, ze jezeli stosunek prgdu przewodzenia do
pradu wstecznego przekroczy wartos¢ 500, to krzywa sprawnosci bedzie
miala przebieg dostatecznie plaski. Zwiekszajac znaczenie wartosci pradu

U'_
-U—0—~consf
” 17 '
_—
i
4/ \_4__.. o 50 1 a0l \ WY s
0995 7 A \fga’='g£ \7__%_.
D | R \ Gl bk
0990
03985 | ; I
0 1 Z ‘ A

Rys. 4. Sprawno$¢ 7 w zalezno$ci od amplitudy prze-
wodzenia Iy dla diody o pradzie wyprostowanym Ig =

wyprostowanego otrzymuje sie
niewielkie zmniejszenie spraw-

Afern? nosci. Nachylenie krzywej jest

100 tym wieksze, im opornosc diody

/ w kierunku przewodzenia jest

80 / wieksza, a wiec im mniejsza jest

60 powierzchnia skuteczna zigcza

a0 / p-n. Podwyzszenie napiecia

| wstecznego diody (w zatozeniu,

20 ze jest ono catkowicie wykorzy-

_i{w —-100 =h{ 1] e [' y| stane) powoduje zmniejszenie
| 02 04V sie mnachylenia tej krzywej.
Gt Warto$¢é tego napiecia zalezy

02 jednak od powierzchni skutecz-

nej zlgcza; malejeona w miare

Rys. 5. Charakterystyka statyczna dio- ; . : . 4
dy jednoamperowej (DGM20-1) zwiekszania sie powierzchni zie
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cza. Tak wiec ze wizgledu na sprawnosé nalezy dobraé pewne optimum po
wierzchni skutecznej zlgcza p-n.

39. Przyktad obliczania parametrow diody

W celu zorientowania sie o wartosci réznych parametréw przytoczono
przykiad obliczenia diody o pradzie I,, = 1 A, ktérej charakterystyka jest
pokazana na rys. 5, a konstrukcja na rys. 10. Pozostate wielko$ci sa naste-
pujace: S = 3mm?; R, = 0,07 Q; Uy = 200 V; I, = n = 3,14 A,

Moc strat w kierunku przewodzenia wedlug wzoru (5)

e 0,4 . 3,14

D

0,07
S i

3,142=0,4 + 018~ 06 W

Moc strat w kierunku wstecznym wedlug wzoru (9)

. __2-.
g 104 W0 oo

Suma strat mocy na diodzie wynosi 0,65 W. Straty tego rzedu wypadaja
rowniez na podstawie pomiaré6w dokonanych za pomocg termistora.
Temperatura byta mierzona bezposrednio na zlgczu, termistor byt wyska-
lowany w funkcji mocy.

‘ Sprawnos¢ diody wedlug wzoru (18)
3,14 103

p=1— . 0,07 — 0,996
n 200 200 3,14

Moc wyprostowana wedtug wzoru (10)

P—'—-%S,M - 200 =157TW

4 0,4

0,65

Obcigzenie stratami mocy powierzchni ztgeza wynosi = 0,2 W/mm*,

4. CHLODZENIE

Chtodzenie jest powaznym problemem w dziedzinie konstrukciji elemen-
tow potprzewodnikowych. Straty mocy P, oraz P, powodujg nagrzewanie
sie ptytki germanu ze zlagczem p-n, co z kolei wywoluje zwiekszenie sie
poszczegolnych strat wskutek zmiany charakterystyki statycznej diody
przy roznych temperaturach (rys. 6). Jak wida¢ z wyzej wspomnianej cha-
rakterystyki, cze$¢ wsteczna w wiekszym stopniu zalezy od temperatury
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niz czes¢ przewodzgca, w zwigzku z czym kilkakrotnie zwiekszaja sie stra-
ty mocy P, podczas gdy straty mocy P, nieznacznie malejg. Nalezy wiec
7 dobra¢ optymalng powierzchnie

/; skuteczng zlgcza p-n przy zalozo-
nej wartosci prgdu wyprostowane-
9 go I oraz doprowadzonego napie-
3 507 cia Uy, tak aby wielkosci poszcze-
golnych strat po nagrzaniu sie pro-
Z stownika byly odpowiednio pro-
y hoor|  POTC jonalne.
—150  —100 Zsp 0 | v W diodach mocy wymaga sie,
e 02 04 v aby P,> P,. Spelienie tego wa-
L 20° i B 7 runku jest konieczne ze wzgledu
AV 3 na pewnos¢ pracy diody. Jezeli dio-

: da jest przecigzona, prowadzi to do
Rys. 6. Charakterystyka statyczna diody . ; et v ) s Jeilk
germanowej DGM15-2 dla réznych tempe- Niestabilnosci cieplnej, gdyz kilka-
ratur zigcza p-n ‘krotne zwiekszenie sie wartoscl
strat mocy w czasie pracy stwarza nadmiar wytworzonego ciepta, ktore
nie moze by¢ w odpowiednim czasie odprowadzone przez dang powierzchnie
chtodzgcg, co ostatecznie prowadzi do zniszczenia diody.
Przy zalozonych wartosciach napiecia Uy oraz pradu I, dla danej diody
straty stabilizujg sie¢ w wyniku powstania réwnowagi miedzy wartosciag
mocy chtodzenia P., a wartoscig mocy strat P, -

Pch:Psfr:Pp—l—Pw (19)

Chiodzenie zalezy od rozkladu temperatur oraz od réznicy miedzy tem-
peraturg elementu prostujgcego T, a temperaturg otoczenia T

Pen = a (T, — To) (20)

Najwyzszg temperature pracy zlacza p-n zaklada sie dla germanu o tem-
peraturze 65 °C. Jest ona nieco nizsza od najwyzszej temperatury pracy
germanu wynoszacej 80 °C, w ktérej zachodzg juz pewne zjawiska fizycz-
ne powcdujgce nieodwracalne zmiany charakterystyki statycznej w zalez-
nosci od temperatury.

Wspdiczynnik odprowadzania ciepla a charakteryzuje chlodnice diody.
Jego wartos¢ zalezy od materiatu i powierzchni blach chtodzacych, ich
geometrycznego ksztaitu oraz czynnika chtodzgcego, a wiec wody, po-
wietrza itp. Wartos¢ wspélczynnika odprowadzania ciepta ustala sie na
podstawie wynikéw doswiadczen lub — w przypadkach mniej skompliko-
wanych — oblicza sie matematycznie.

W praktyce wartos¢ wspoélczynnika a, a wiec dobro¢ chtodnicy mozna
zwiekszy¢ przez zwiekszenie $rednicy blach chlodzacych. Jest to mozliwe
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do pewnej granicy, po przekroczeniu ktérej radiatory sg prawie zupelnie
niewykorzystane. Na przyklad jednym z kryteriéw jest warunek, aby roz-
nica temperatur na radiatorze byla mniejsza od réznicy miedzy tempera-
turg blachy a temperatura otoczenia.

W przypadku diod warstwowych, w ktérych wartosci srednic ztgcz p-n
zawierajg sie w granicach od jednego do kilku milimetréw, wystarczy aby
zadania radiatora wykonywala blacha miedziana grubosci 1 mm, o Sred-
nicy od kilku do kilkunastu centymetrow. Wytworzone ciepto jest odpro-
wadzane przez promieniowanie i przewodzenie.

Diody germanowe $redniej i duzej mocy (wartos¢ prgdu wyprostowa-
nego zawiera sie w granicach od kilkudziesieciu do kilkuset amperow)
wymagaja bardziej intensywnego chlodzenia za pomocg na przykiad wo-
dy lub powietrza.

5. PROTOTYPY GERMANOWYCH DIOD WARSTWOWYCH

W zalezno$ci od przeznaczenia diody warstwowe moga mie¢ rozne kon-
strukcje. Zwykle ze wzgledu na lepsze odprowadzenie ciepta majg one
posta¢ oprawek metalowych.

Diody malej mocy o pradzie wyprostowanym dochodzgcym do 300 mA
nie wymagaja dodatkowych radiatoréw — sg one wystarczajgco chtodzo-
ne przez wlasng obudowe. W tego rodzaju diodzie zlgcze p-n jest przylu-
towane w prézni do podstawki miedzianej majacej ksztatt ttoczka. W po-
wietrzu przylutowuje sie elektrode do indu, a nastepnie nakitada sie alu-
miniowy cylinder z izolacyjnym przepustem, przez ktory elektroda prze-
chodzi do indu. Po tej operacji cylinder zagina sie¢ u doiu do wewnatrz
(drekowanie) umieszczajge go na uchwycie wirujgcym. Koncowsg czynno-
Scig jest przylutowanie dolnej elektrody do ttoczka oraz zalutowanie prze-
pustu.

O wiele prostsza konstrukcje posiada dioda jednoamperowa. Zigcze p-n
jest umieszczone na $rubie miedzianej, ktérag po przylutowaniu gornej
elektrody wykonanej z linki miedzianej wkreca sie dc oprawki z okrggtym
radiatorem. Wystajaca linke obcina sie, a nastepnie zalutowuje sie wyjscie.
Rurka wystajaca z przepustu izolacyjnego jest specjalnie wydtuzona, aby
moc do niej dotgezyé sie za pomocag kapturka podobnie jak w lampach po-
kazanych na rys. 10.

Diodv warstwowe przeznaczone do prostowania prgdéw 2, 51 10 A ma-
ja konstrukcje w postaci $ruby, ktéra wkreca sie do blachy chiodzgcej, na
przyklad do podstawy metalowej. Oprawki wykonane sg z miedzi ze
wzgledu na jej dobre wlasciwosci przewodzenia ciepla. Diody prostujace
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i

Rys. 15. Germanowa dioda warstwowa Rys. 16. Germanowa dioda war-

o pradzie wyprostowanym 20 A i napigciu stwowa (taka sama jak pokazana

wstecznym dochodzacym do 70 V, przezna- na rys. 15) z radiatorem chlodzo-

czona do pracy ze specjalnym radiatorem nym powietrzem
chlodzacym

prad kilkudziesieciu amperéw wymagaja bardziej intensywnego chitodze-
nia na przyklad strumieniem powietrza.

We wszystkich wspomnianych konstrukcjach german jest przylutowa-
ny do masy diody, poniewaz jego zdolno$¢ przewodzenia ciepla jest dwu-
krotnie wieksza niz indu. Zlgcza p-n sg zalewane masg epoksydowg chro-
nigca je przed wpltywem atmosfery i wilgoci.

6. ELEKTRYCZNE WLASCIWOSCI PROTOTYPOW DIOD
GERMANOWYCH

Diody germanowe majg mate rozmiary, duzg sprawnos¢ (rzedu ok. 99%/v)
oraz mala oporno$¢ w kierunku przewodzenia. Posiadaja one wady, jak
na przyklad duzy wplyw temperatury na parametry diody, wystepowanie
pradu wstecznego oraz nieprzydatnos¢ do pracy przy czestotliwosci wiek-
szej niz 100 kHz.

Skonstruowanie warstwowych dicd germanowych stanowi duzy krok
naprzéd w dziedzinie prostownikéw stykowych. Prostowniki germanowe
przewyzszaja na przyktad prostowniki selenowe zar6wno sprawnoscia, jak
i napieciem wstecznym (ok. 10 razy) oraz gestoscig pradu (ok. 4000 razy
przy U, = 0;6:'V).

Ponizej podane sa niektére parametry elektryczne prototypéw diod
germanowych, ktérych konstrukcja zostata opisana w p. 9. Oczywiscie,
podano prawie najwyzsze napiecia i najwieksze prady, jakie uzyskano dla
danego typu diod.
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W podanych oznaczeniach diod litery DKM sa symbolem germanowe]
diody warstwowej, pierwsza lub dwie pierwsze cyfry po literach oznacza-
jg warto$¢ napiecia zmiennego w dziesigtkach woltow, nastepne cyfry
(po kresce) oznaczajg warto$é pragdu wyprostowanego w amperach, przy
czym jezeli przed cyfrg wystepuje zero, to oznacza to dziesiate czescl
ampera.

Najwyzsze napiecie zmienne jest okreslone jako skuteczna wartos¢ na-
piecia dla prostownika w ukladzie jednopolowkowym z obcigzeniem rze-
czywistym i wynosi U,/ V2. Jezeli na wyjsciu prostownika znajduje sie
filtr pojemno$ciowy, to warto$¢ ta bedzie dwukrotnie mniejsza, tzn.

Pt
271/ 2 3
Tak samo okre§la sie najwyzsze napiecie zmienne dla diod w ukfadzie dwu-
poléwkowym z obcigzeniem rzeczywistym i pojemnosciowym.

w

al 7 ]
15 ]
—2\ Y
- 3 N
10
]
-100 -80  -60 ~4( -2 ] bl
1 [ : 02 04V
27? G 10
s
mA

Rys. 17. Charakterystyki statyczne germano-
wych diod warstwowych o pradzie wyprosto-
wanym 5, 10 i 20 A

Najwiekszy prgd wyprostowany oblicza sie¢ na podstawie wielkosci zig-
cza p-n oraz przewidzianych mozliwoséci chlodzenia dla dane] oprawki.
Spadek napiecia przy pelnym obcigzeniu odpowiada sredniej wartosci prg-
du wyprostowanego i warto$¢ te mozna odczytac z charakterystyki sta-
tycznej. Pozostate parametry opisane sg w p. 3.

Charakterystyki statyczne tych diod pokazano na rys. 5, 6 i 17, kon-
strukcje za$ na rys. 8, 10, 12, 13, 14 i16.
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Oznaczenie

]
o DGM30-03 lDGMZO-l ! DGM15-2l DGM10-5 | DGMS8-10 | DG-M7-20

Najwyzsze na-
piecie zmien-
ne [V] (war-
tos¢é skutecz-
na) 210 140 150 70 55 50

Najwiekszy
prad wypro-
stowany [A] .
(wartosc¢ sre-
dnia) 0,3 1 2 ) 10 20

Napiecie wste-
czne [V] (war-
tosé szczyto-
wa) 300 200 150 100 80 70

Prad wsteczny
[mA] odpo-
wiadajacy na-
pieciu wste-
cznemu 1 1 2 5 10 10

Spadek mnapie-
cia [V] przy
peinym ob-
ciazeniu 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45

Moc wyprosto-
wana diody [W]
przy U, =U, i 157 237 395 635 1110

Strata  mocy |
w Kierunku
przewodzenia
[W] 0,15 0,6 § 54 | 2.9 Dol 11

Strata  mocy
w kierunku |
wstecznym
[W] | 0,07 0,05 0,07 0,12 0,20 0,18
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E. KagasaKa

KOHCTPYKIIMM M DJEKTPUMYECKHNE CBOJMICTBA TEPMAHMEBBIX
IIJIOCKOCHBIX ANOoA0OB

Ha ocHOBaHUM OAHHBIX CIIeNMaJbHOM JUTepaTypbl I[IPMBEAEHbLI BeJIMYMHBI II1apa-
METPOB CTATUYECKOJl XapaKTepUCTUKU [IJIOCKOCTHOI'O JMOAQ, BeJMYMHBI IT0Te€Pb MOIL-
HOCTM YIpaBJeHus, KOI@MIMEHT II0JI€3HOr0 NeMCTBMUA, a TaKxKe obCcyzK1eHbl BO-
IIPOCHI €ro OXJIaxKJeHMH.

KpoMe TOro yKaz3aHbl: KOHCTPYKIMU AMOJOB, 3JIEKTPMYECKME I1apaMeTpbl IIPOTO-
TUIIOB AMOAOB MOIIIHOCTM, pas3paboTaHHBIX aBTopoM B JlabopaTopum IDJIEKTPOHUKN
Mucturyra OcHOBHBIX IIpoOnem TexuHmkm Ilosnbckoir Arazemunu Hayk.

J. Klamka

DESIGNS AND ELECTRICAL PROPERTIES OF GERMANIUM JUNCTION DIODES

Values of static characteristic parameters of the junction diode, values of the power-
losses which follow as a result of the diode operation in a dynamic circuit and also
capacity and the cooling problem (based on data from the literature) are discussed.
Furthermore diode designs are presented and electrical parameters of high-power
rectifier prototypes are given which are worked out by the author in the Electronic
Laboratory of the Institute for Fundamental Technical Problems at the Polish Academy
of Science.

J. Klamka

KONSTRUKTION UND ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
DER GERMANIUMFLACHENDIODEN

In dem Artikel sind Kennwerte von Parametern der statischen Kennlinien einer
Flichendiode, Werte der Verlustleistung, die als Resultat deren Steuerung entstehen,
Leistungswert und Probleme der Kiihlung besprochen (bearbeitet auf dem Grunde
der Fachliteratur).

Es werden auch Diodenkonstruktionen und elektrische Kennwerte von Prototypen
der Leistungsdioden beschrieben, die von dem Verfasser in dem Laboratorium der
Elektronik der Polnischen Akademie der Wissenschaften bearbeiltet waren.
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